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RESUMEN

Funcién dieléctrica. Absorcién y emision. Heteroestructuras y nanoestructuras cuanticas: propiedades
opticasy electronicas bajo distintas perturbaciones (impurezas, campos el éctrico y magnético). Modelos
de equilibrio electrostatico y conduccién en hetero-uniones y uniones Metal-Semiconductor y Metal-
Oxido-Semiconductor. Fundamentos (Teoria bésica) de detectores basados en semiconductores.
Fundamentos (Teoria basica) de Diodos electroluminiscentes y L aser.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

43304 Fundamentos de optoelectronica 1



Guia Docente
43304 Fundamentos de optoelectronica

VNIVERSITAT G D VALENCIA

Relaciéon con otras asignaturas de la misma titulacion

No se han especificado restricciones de matricula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos

COMPETENCIAS

2150 - M.U. en Fisica Avanzada 12-V.2

Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habra de ser en gran medida autodirigido o autébnomo

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicacion de ideas, a menudo en un contexto de investigacion.

Ser capaz de gestionar informacion de distintas fuentes bibliograficas especializadas utilizando
principalmente bases de datos y publicaciones internacionales en lengua inglesa.

Poseer la capacidad para el desarrollo de una aptitud critica ante el aprendizaje que le lleve a
plantearse nuevos problemas desde perspectivas no convencionales.

Comprender de una forma sistematica el campo de estudio de la Fisica y el dominio de las
habilidades y métodos de investigacion relacionados con dicho campo.

Concebir, disefiar, poner en practica y adoptar un proceso sustancial de investigacion con seriedad
académica.

Realizar un andlisis critico, evaluacion y sintesis de ideas nuevas y complejas en el area de la Fisica.

Analizar una situacién compleja extrayendo cuales son las cantidades fisicas relevantes y ser capaz
de reducirla a un modelo parametrizado.

Evaluar la validez de un modelo o teoria propuesto por otros miembros de la comunidad cientifica.

Saber modelizar matematicamente los problemas fisicos sencillos nuevos, conectados con
problemas conocidos. Ser capaz de expresar en términos matematicos nuevas ideas.

Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones
obtenidas en el area de la Fisica.

Exponer y defender publicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo en el area de
la Fisica.

Comprender las bases fisicas de las propiedades de los materiales que determinan sus
aplicaciones optoelectrénicas.

Comprender cémo se modifican las propiedades optoelectrénicas de los materiales en
medios nanoestructurados y su influencia en dispositivos optoelectrénicos/foténicos.
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- Comprender las técnicas mas habituales de preparacion, crecimiento y caracterizacion de
materiales optoelectrénicos en monocristal, capa delgada o nanoestrucutura.

- Comprender el funcionamiento de los dispositivos optoelectrénicos a partir de las
propiedades de los materiales y la estructura del dispositivo, asi como conocer los avances
recientes en el campo.

- Ser capaz de seleccionar los materiales y disefiar (aspectos mas basicos) un dispositivos
optoelectrénico que permita abordar una aplicacién o problema planteado.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar €l proceso de ensefianza-aprendizaje el estudiante habra aprendido:

1. Comprender las bases fisicas de las propiedades de |os material es que determinan sus aplicaciones
optoel ectronicas.

2. Comprender como se modifican |as propiedades optoel ectronicas de |os materiales en medios
nanoestructurados.

3. Comprender las técnicas mas habituales de preparacion y crecimiento de materiales
optoel ectronicos en monocristal, capa delgada o0 nanoestrucutura, asi como las técnicas de
caracterizacion pertinentes para aplicaciones optoelectronicas y fotonicas.

4. Comprender € funcionamiento de los dispositivos optoel ectronicos de emision, modulacion y
deteccion de luz a partir de las propiedades basicas y la estructura del dispositivo.

5. Ser capaz de seleccionar o disefiar dispositivos optoel ectronicos que permitan abordar una
aplicacion o problema planteado, tanto en laboratorios de investigacion basica, como de [ +D+i en
un entorno industrial (sensoresy bio-sensores dpticos, técnicas de espectroscopia para andlisis
fisico-quimicos, control de procesos, comunicaciones opticas, ...).

DESCRIPCION DE CONTENIDOS

1. Temal

Modelos clasicos para la funcién dieléctrica: la funcién dieléctrica, el modelo de Lorentz, el modelo de
Drude, Modelos mixtos.

2. Tema?2

Absorcion y emision en semiconductores: procesos de absorcion y densidad de estados, puntos criticos
de distinta dimensién, efectos exciténicos y de impurezas, procesos de emision.
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3. Tema3

Efecto de perturbaciones externas: aproximacién de la funcién envolvente, campo eléctrico
(oscilaciones de Franz-Keldish), campo magnético (niveles de Landau), efecto de las deformaciones de

la red.

4, Tema4

Heteroestructuras cuanticas: confinamiento de los portadores en heteroestructuras (pozos, hilos y
puntos cuanticos), absorcion y emisidon en heteroestructuras, heteroestructuras sometidas a

perturbaciones externas.

5. Temab

Hetero-union semiconductora, unién metal-semiconductor y unién metal-6xido-semiconductor

6. Tema 6

Emisién espontanea y estimulada en semiconductores y nanoestructuras semiconductoras: relaciones

de Einstein, ecuaciones de balance, ganancia.

VOLUMEN DE TRABAJO

METODOLOGIA DOCENTE

MD1 - Clasestedricas leccion magistral participativa.

MD3 — Resolucion de problemas.

43304 Fundamentos de optoelectronica

ACTIVIDAD Horas % Presencial
Clases de teoria 36,00 100
Otras actividades 4,00 100
Seminarios 3,00 100
Elaboracién de trabajos en grupo 8,00 0
Elaboracion de trabajos individuales 8,00 0
Preparacion de clases de teoria 45,00 0
Preparacion de clases practicas y de problemas 46,00 0
TOTAL 150,00
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MD4 — Problemas
MD5 — Seminarios.
MD6 — Visita ainstalaciones cientificas externas y empresas.

MD7 — Debate o discusion dirigida.

EVALUACION

SE1 — Examenes escritos sobre |las clases de teoriay préacticas: basados en los resultados del aprendizajey
en |os obj etivos especificos de cada asignatura.

SE3 — Evaluacion continua del estudiante en |as clases de teoriay précticas: asistencia participativay
realizacion de gjerciciosen e aula.

SE5 — Evaluacion de las actividades no presenciales relacionadas con las clases de teoriay practicas:
memorias y/o informes de | as précticas entregados.

REFERENCIAS
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